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Dioden / Halbleiterdiode

» Grundbauelement in der Halbleitertechnik
» bildet pn-Ubergang ab
o Leitfahigkeit hangt hauptsachlich von der Polung ab
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Dioden / Halbleiterdiode

Funktionsweise

IVERSITAT ROSTOCK
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Dioden / Halbleiterdiode-

Funktionsweise

”

b) Diode in Sperr-Richtung:
p-Schicht

Minuspol
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Dioden / Halbleiterdiode-

IVERSITAT ROSTOCK

Funktionsweise

r ™
c) Diode in DurchlaB-Richtung:
p-Schicht n-Schicht
Pluspol Minuspol
L
] ) @ = Elektronendrift-Bewegung
L | = technische Stromrichtung #®., = Elektronen-Rekombinationsspriinge,
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Diodenkennlinien
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Strom-Spannungs-Kennlinie
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« zeigt Widerstandsverhalten der Diode bei unterschiedlichen Stromen & Spannungen
» U: Durchlassspannung, I Durchlassstrom, Ui Sperrspannung, I, Sperrstrom
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Diodenkennlinien
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Schwellspannung / Diffusionsspannung

Stzom "ol . Bsp. Schwellspannung
I §  Germanium 0,3 V
: e Silizium 0,7 V
1 3 > * Selen 0,6 V

Sperrbereich s
<

+ 50

IR.III.IA

» Schwellspannung wichtigster Nennwert einer Diode
e gibt an, ab welcher Spannung eine Halbleiterdiode in Durchlassrichtung leitet
» U: Durchlassspannung, I Durchlassstrom, Ui Sperrspannung, I, Sperrstrom
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Diodenkennlinien R
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Durchbruchspannung / Sperrrichtung
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» Sperrspannung fihrt zum:

o plotzlichen Stromdurchbruch (Si)

e plotzlichen Warmedurchbruch (Ge)

» U: Durchlassspannung, I Durchlassstrom, Ui Sperrspannung, I, Sperrstrom
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Diodenkennlinien

Messung Diodenkennlinie in Durchlassbereich

Ry -
—0O

—_— Uges- Ug

Messung Diodenkennlinie in Durchlassbereich

|
Ry a

e

()
N

i

—— UEIEE U H

Vorlesung Vom Molekil zum Material Prof. Dr. Martin Kéckerling



UNIVERSITAT ROSTOCK

Einweg-Gleichrichter
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I-t- Diagramm
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Transistoren (npn oder pnp)
Verstarker

Transistoren

Erster Transistor:
Shockley, Bardeen
and Brattain 1947
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Transistoren

Dioden
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Jede Sekunde werden mehr als
500.000.000 Transistoren gefertigt

In den 50gern sank der Preis fiir einen
Transistor von $45 auf $2. Heute kostet
ein Transistor in emnem Speicherchip
weniger 0.00005 Cent.

Ein typischer Prozessorchip hat ca. 20
Millionen Transistoren.

Modernste Chips haben bis zu
1.000.000.000 Transistoren. Die Muster, die
auf diesen Chips aufgebracht werden, sind
so kompliziert, wie eine Strallenkarte der
gesamten Erde.
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Gewinnung von hochreinem Halbleiter-
Silizium in einkristalliner Form
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Gewinnung von Si aus SIO,
_ 1800 °C
Si0p + 2C = Si + 2CO

Aufreinigung Si fur die Halbleitertechnik

. 300 °C
Si + 3HCI = = HSIiCl; + H,
1100 °C
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Herstellung grof3er Einkristalle fur Wafer

1. Tiegelziehverfahren (Czochralski Verfahren)

Schmelzen von Einbringen Beginn des Kristall Kristall (Ingot)
Polysilicium, des Kristall- '1sha i mit
Dotierung Keimlings wachstums ziefien Restschmelze
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1. Zonenschmelzverfahren

_l'| Halterung
1| (rotierend)
I_ - polikristalliner
HF-Heiz- || | Stab
spule ] 8 ] Schmelzzone
ik
Schutzgas | inkristall
Halterung . | A ,
(fest) =L Impfling

Vorlesung Vom Molekil zum Material Prof. Dr. Martin Kéckerling



	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12
	Foliennummer 13
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	Foliennummer 16
	Foliennummer 17
	Foliennummer 18

